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요약

DRAM은 반도체 기판(10) 및 단위 블럭(U1 내지 U4)을 포함한다. 각각의 단위 블럭은 주변 회로(11,12,13 
또는 14) 및 주변 회로를 포위하도록 배치된 3개의 메모리 녁럭(B11 내지 B17, B18 내지 B21, B31 내지 
B38  또는  B41  내지  B48)을  포함한다.  각각의  메모리  블럭은  다수의  워드  라인(17),  다수의  비트 
라인(18, I9), 다수의 메모리 셀, 로 디코더(42) 및 칼럼 디코더(43)를 포함한다.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

반도체 메모리 장치

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명의 제1의 실시예에 따른 DRAM의 레이아웃 도시도,

제2도는 제1도의 각 단위 블럭의 구조를 도시한 블럭도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

반도체 기판(10)과; 상기 반도체 기판의 중심을 포위하도록 상기 반도체 기판상에 배치되며, 각각이 다
수의 워드 라인(17), 상기 워드 라인과 교차하는 다수의 비트 라인(18, 19) 및, 상기 워드 라인과 상기 
비트 라인의 교차점에 대응하는 다수의 메모리 셀(20)을 포함하는 다수의 메모리 칼럼(B1 내지 B64) 및; 
상기 반도체 기판상에서 그 중심에 배치된 상기 다수의 메모리 블럭용 주변 회로(11 내지 14)를 포함하
는 반도체 메모리 장치.

청구항 2 

2로 및 2칼럼에 배치된 4개의 단위 블럭을 포함하며 상기 각각의 단위 블럭이 제2의 칼럼의 제2의 로를 
제외하곤, 다수의 워드 라인(17), 상기 워드 라인과 교차하는 다수의 비트 라인(18, 19) 및, 상기 워드 
라인과 상기 비트 라인에 대응하는 다수의 메모리 셀(20)을 각각 포함하는 3로 및 3칼럼에 배치된 8개의 
메모리 블럭(B11 내지 B18,B2l 내지 B28,B3l 내지 B38) 및; 상기 제2의 칼럼의 상기 제2의 로에 배치된 
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상기 8개의 메모리 블럭용 주변 회로(11 내지 14)를 포함하는 반도체 메모리 장치.

청구항 3 

반도체 기판(10)과; 상기 반도체 기판의 중심을 포위하도록 상기 반도체 기판상에 배치되며, 각각이 장
방형을 구비하고, 다수의 워드 라인(17), 상기 워드 라인과 교차하는 다수의 비트 라인(18, 19), 상기 
워드 라인과 상기 비트라인의 교차점에 대응하는 다수의 메모리 셀(20)을 포함하는 제1 내지 제4의 메모
리 블럭(B1 내지 B4) 및; 상기 반도체 기판상에서 중심에 배치된 상기 제1 내지 제4의 메모리 블럭용 주
변 회로(11)를 포함하는데, 상기 제1의 메모리 블럭의 한 단측이 상기 제4의 메모리 블럭의 한 장측에 
인접하고 상기 제1의 메모리 블럭의 한 장측이 상기 제4의 메모리 블럭의 한 단측의 연장상에 배치되도
록 상기 제1의 메모리 블럭이 배치되며; 상기 제2의 메모리 블럭의 한 단측이 상기 제1의 메모리 블럭의 
또다른 장측에 인접하고 상기 제2의 메모리 블럭의 한 장측이 상기 제1의 메모리 블럭의 또다른 단측의 
연장상에 배치되도록 상기 제2외 메모리 블럭이 배치되며; 상기 제3의 메모리 블럭의 한 단측이 상기 
제2의 메모리 블럭의 또다른 장측에 인접하고, 상기 제3의 메모리 블럭의 한 장측이 상기 제2의 메모리 
블럭의 또다른 단측의 연장상에 배치되도록 상기 제3의 메모리 블럭이 배치되고; 상기 제4의 메모리 블
럭의 또다른 단측이 상기 제3의 메모리 블럭의 또다른 장측에 인접하고 상기 제4의 메모리 블럭의 또다
른 장측이 상기 제3의 메모리 블럭의 또다른 단측의 연장상에 배치되도록 상기 제4의 메모리 블럭이 배
치되는 반도체 메모리 장치.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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